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1111 系鉄系超伝導体(LnFeAsO)は、フッ素を導入する事で超伝導が発現し、その濃度を上げる

事で超伝導特性は向上する。我々のグループは高濃度にフッ素ドープする合成方法を開発し、多

結晶体の SmFeAsO1-xFxにおける超伝導転移温度(Tc)を 58.1 K まで上昇させた[1]。しかしながら、

高いフッ素濃度を有する単結晶の育成は難しく、これまでに報告されている Tcは 50 K 前後に止

まっている。本研究では、CsClフラックスを用いる事で従来にない高いフッ素濃度の単結晶育成

に成功した。得られた単結晶は、5 ～ 15μm程度と非常に小さいが、我々のグループでは、Focus 

Ion Beam (FIB)を用いた、4端子電極の作製プロセスを開発し、このような微小な単結晶の特性を

調べる事に成功した(Fig. 1.)。 

得られた SmFeAsO1-xFxの単結晶は 57.5 K の Tcを示し、従来の単結晶よりも十分にフッ素が導

入されている事がわかった[2]。また、残留抵抗比 RRR(R(300K)/R(Tc))の値はこれまでに得られて

いた単結晶と比較しても非常に高い値を示しており、CsClフラックスにより育成される 1111鉄系

超伝導体は、欠陥が少なく本質的な特性を調べる上で有効な結晶であると考えられる。本研究か

ら、SmFeAsO1-xFxのフッ素濃度が増加する事によって、Tcが上昇するだけでなく、異方性が減少

している事も明らかになった。さらにフッ素を導入する事が

できれば、応用上に有効な材料となる可能性も示唆される。 

本研究における成果は、このような微小単結晶体に 4 端子

を形成するプロセスを確立した事によって実現したものであ

る。この手法は汎用性が高く様々な試料に適用可能であり、

講演ではこの方法を確立するにあたって、重要となった実験

技術を合わせて報告する。 
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Fig. 1. FIBによる微細加工後の試料 
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